Uloha ¢. 2B: Dynamické parametry tranzistort
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1. Zadani ukolu

1. Stanovte spinaci a rozpinaci ¢asy predloZzenych vzork( tranzistoru a jejich zavislost na

urovni budiciho signalu.

2. Stanovte velikost naboje fidici elektrody u tranzistord MOSFET a IGBT. Dale urcete jeho

zavislost na napéti ridici elektrody.

2. Namérené hodnoty

Pofet Vertikalni Horizontalni 1 ttverec

tverch [-] | méfitko [V] | méfitko [ns) mg | YelVl|QInd]

1.28 32

o

g 1.74 | 48
= 2.26 B0
3.16 a4

. 5 1 40 0.8 7.8 a
0 13 1 20 0.4 10.6 | 5.2
11 1 40 0.8 12.7 | 8.8




3. Zavislosti a grafy
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BohuzZel jsme vzhledem k omezené ¢asové dotaci na tuto ulohu nebyli schopni zmérit
spinaci a rozpinaci ¢asy nezbytné pro vyhodnoceni ukolu 1.

Ze zavislosti Ize snadno porovnat dva aspekty. Prvnim je samotna velikost naboje Fidici
elektrody. Tento ndboj je o hodné mensi u tranzistoru IGBT, coZ je zplisobeno predevsim mensi
parazitni kapacitou. Druhym aspektem je rychlost nar(istu ndboje. U MOSFET tranzistoru je
narast znacné strmé;jsi, neboli uz pfi malém zvétsSeni Ug vyrazné vzroste celkovy ndboj fidici
elektrody.



